P-33.126
PHB 31.506

LiE:ORIA DESCRYPTIVA
que se presente para unir a la golicitud
de
PATENTE DE INVENCION
formulada el 10 de septiembre de 1966 con el n? 331,088
en
EsPalia
por VEINTE afios
a nomure de N.V. PHILIPS!'GLOEILAMPENFABRIFKEN, entidad ho-
landesa establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda,
por:
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Bl invento se refiere a un método de Ffabricar dig-
pogitivos semi-conductores que comprenden un cucryo semi-
conductor que tiene cierto mfimero de contactos a un lado de
dicho cuerpo, en que dichos contactos estdn conectados a con-

5 ductores de conexidn.

Se sabe ya asegurar sonductores de conexidén en forma
de hilos a los contactos del cuerpo semi~conductor, por ejem~
plo, soldando con estafio o por presidn., Bste es un método
cogtoso y engorroso, en particular cuando el ndmero de con-

10 tactos es grande, como puede ocurrir, por cjemplo, en un cuer-
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po semi-conductor gque comprende un circuito integrado.

Se ha propuesto disponer un diseiio de conductores
de conexién sobre un soporte aislante, por ejemplo, una hoja
de vidrio o cerdmica, alinear dicho soporte con el diseiio
de conductores de conexidn con relacidn a los contactos del
cuerpo semi=conductor y, luego, conectar log conductores de
conexidn a los contactos, por ecjemplo, si el scporte es trans-
parente, con ayuda de un laser; la presencia de la hoja als-
lante hace diffcil obtener conexiones satisfactorias entre
el disefio de conductores de conexién y los contactos, al vaso
que la hoja hace a menudo imposible el uso de una envolvcnte
normalizada usual para dispositivos semi-conductores. oe t1ro-
pleza todavia con dificultades en el caso Ge gue las super-
Ticies de los contactos a conectar no estén exactamente alinca-
das, ya qgue el diseiio que hay sobre la hoja es poco o nada
flexible.

Bn la memoria de la patente britdnica Iio. 873043

se ha sugerido ademds cortar un disefio de conductores de conexildn

de una chapa metdlica, manteniéndose micmbros de conexidn
entre log conductores de conexidn para coherencia del disello,
Despuds de asegurar los conductores de consxidn a los contac-—
tos, los miembros de conexidn son cortados. Este método es
adecnado solo para conductores de conexidn relativauente grue-
808 ya que, .en el caso de conductores de conexidn muy delga-
dos o muy estrechos, el disefio se deforma con demasiada faci-
lidad. En la memoria de la petente britdnica se dice que dicho
método es particularmente adecuado para la fabricacidn de
transistores de gran potencla. De hecho, tales transistores
tienen contactos grandes & los cuales pueden conectarse conduc-

tores de conexidn gruesos,
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Un objeto del invento es proporcionar un método
del tipo mencionado en el predmbulo en cl cual se evitan
los inconvenientes de lozs métodos conocidos arriba descritos
¥ que es particularmente adecuado para conectar un diseiio muy
fino de conductores de conexidn a un pluralidad de contactos
dispuestos préximog entre sf, no siendo necesario que las su-
perficies de log electrodos a conectar estén exactamente ali-
neadas,

De acuerdo con el invento, un método de fabricar un
dispositivo semi-conductor que comprende un cuerpo semi-con—
ductor que tiene cierto mimero de contactos a un lado de di-
cho cuerpo, en el cual dichos contactos son conectados a con-
ductores de conexidn, se caracteriza porque se oxida local-
mente una hoja metdlica para obtener un disefio de conductores
de conexidén, siendo mantenidos dichos conductores de conexién
en la posicidn mitua por el éxido metdlico aislante, siendo
luego la hoja alineada con relacidn a los contactos y sien-
do conectados los conductores de conexidn a los contactos.

Lag hojas pueden ser flexibles mientras que las par-
tes oxidadas de la hoja entren los conductores de conexidn
impiden la deformacidén dol disefio. La hoja puede ser localmente
oxidada usando métodos de reserva fotogrdficos con los cualcs
puede obtenerse un diseiio finlsimo de conductores de conexidn.

La oxidacidn para producir el disefio puede efectuar-
se desde ambos lados de la hoja. Esto puede suponer la aplica-
cidn de un diseiio similar de reserva de proteccién a ambas
caras de la hoja. Se obtlene en este caso la ventaja de que se
mejora la definicidén del disefio ya que puede haber corrimien-
to lateral de la oxidacidn por debajo de la reserva., Como al-

ternativa, toda la superficie de una cara de la hoja puede oxi-

darse, de modo que el disefio conductor esté aislado en un lado.
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Adends, las superficies de las cohexiones metdlicas pueden
proveerse de una capa aislante salvo en y junto & las dreas
de contacto y esta capa aislante puede proporcionarse por
oxidacibn,

Si se desea, partes de la chapa metdlica, ademds
del disgeiio, pueden permanecer sin oxidar, siendo estas par-
tes eliminadas © cortadas despuds de que las zonas de con-
tacto metdlico del disefio son aseguradas a los contactos del
cuerpo. Asf, la periferia exterior de la chapa puede dejarse
en forma metdlica y quitarse luego.

La chapa metdlica puede ser de aluminio, en cuyo
caso las reglones de dxido de aluminio son suificientemente
transparentes para permitir situar la chapa sobre el cuerpo
por ingpeccién viéual.

El uso de una chapa flexible es ventajoso si han
de hacerge conexiones a un gran nimero de contactos sobre
un cuerpo o & contactos de una pluralidad de cuerpos y el es-
pesor de tal chapa metdlica flexible puede ser de 60 micras
o menog, Las zonas de contacto de la chapa tratada pueden ase—
gurarse primero & un primer cuerpo semiconductor y luego pue-
den asegurarse otras zonas de contacto a contazctos de un se-
agundo cuerpo semiconductor. El cuerpo, 0 los cuserpos, pueden
asegurarse a un colector o cdmara antes o después de que la
chapa tratada sea asegurada al cuerpo o & los cuerpos, EL
colector o cdmara o envolvente puede comprender espigas de
contacto, en cuyo cago la conexidn puede hacerse entre zonas de
contacto del disefio y lag espigas de contacto despuds de que
el cuerpo, o los cuerpos, han sido asegurados al colector o
envolvente.

El invento se refiere también a un dispositivo se-
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mi-conductor fabricado por el método segin el invento,

Se describirdn ahora realizaciones del método se-
gin el invento a modo de ejemplo con referencia & los di-
bujos adjuntos diagramdticos, en los cuales: '

La fig. 1 es una vista en planta de una parte de
un dispositivo semi-conductor fabricado por un método de
acuerdo con ¢l invento;

la fig. 2 es una vista en corte transversal de
una chapa usada en la fabricacidén del dispositivo mostrado
en la fig. 1, estando el corte dado por la linea II-II de
la fige 13 ¥

las figs. 3, 4 y 5 son vistas en corte transver-
sal correspondientes al de la fig. 2, cada uno de los cuales
ilustra una modificacidn del método descrito con referencia
a las figs. 1 ¥ 2.

Con referencia ahora & la fig. 1, se muestra un
cuerpo senmiconductor 1 montado en una envolvente 2. Un dise-
fio de conexiones de aluminio 6 estd dispuesto sobre una cha-
pa 3, parte de la cual estd oxidada para formar 6xido de alu~-
minio aiglante. Lag conexiones 6 estdn aseguradas a espigas
de contacto 4 de la envolvente 2 y a conbactos 5 previstos
en el cuerpo 1,

La posicidn de los contactog 5 en el cuerpo 1 y los
componentes previstos en o sobre el cuerpo no son importan-—
tes en relacibn con el invento. Los componentes mostrados son
tres rectificadores que tlenen entradas separadas y una sa-
lida comin y un circuito resistencia-capacidad, tales como
pueden usarse reunidos en un circuito de nando de paso,

La chapa 3 se extiende mds alld de la envolvente

2 para facilidad de manejo durante la fabricacidn y cada
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conexibn 6 del disefio estd hecha de modo que pase sobre una
de las espigas 4 y termine en uno de los contactos 5,

La hoja disefiada se hace de aluminio disvoniendo
una reserva protectora de un disefio similar sobre ambas ca-
ras de la chapa, de modo gue pueda efectuarse oxidacidn sobre
gonas correspondientes de cada cara. Se dispone en el comer-
cio de muchas reservas adecuadas. Como ejemplo, puede usarse
la reserva comercial conocida bajo la denominacidén "Hoper-
lac~P", Bl disefio de la regerva puede hacerse mediante un
método fotolitogrdfico., Ia chapa con la capa de reserva es
atacada ligeramente en una solucidn de gosa edustica dilul-
da y es luego sumergida en un bailo oxidante electrolitico que
puede tener la siguiente composicibni

Una solucidn de deido sulfirico en agua destilada

con un peso especifico de 1,145 a 182 y 2% en volu-

men de glicerins,

La adicidn de gdicerina parece producir un Sxido mds
flexible, Ia oxidacibn electrolitica se efectia con el uso
de une alimentacidn de 12 voltios y una corriente de 10 anp/9
dn? durante 35 minutos a temperatura anbiente a fin de oxidar
el aluminio donde no estd protegido por la reserva hasta una
profundidad de 30 micras.

Lz hoja con dibujo es luege lavada y gecada, <olo-
cada sobre el cuerpo 1 y puede alinearse, ya que ¢l &ido de
aluminio es suficientemente transparente, como ayuda de un

nicroscopio binocular y al menos dos Ge lag conexiones & ase-

murarse a los contactos 5 apropiados por cualquier método cono-

cido. Un método que puede usarse es la soldadura por presidn
ultrasénica en el cual un conductor 6 y un contacto 5 son man-

tenidos juntos bajo una ligera presién y se aplica energla
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ultrasénica pars realizar la unidn. Como alternativa, la unién
puede hacerse con ayuda de un laser, Después de que se han
hecho dos uniones, las posicliones relativas del cuerpo 1 ¥y

Ge la chapa 3 estdn determinadas y las otras uniones pueden
hacerse después. Si se desea, puede usarse una mdquina de unién
con cabezales miltiples y, despuds de la alineacidn, pueden
hacerse todas las uniones de una vez. Para cucrpos pequeiios,
puede no ser posible usar una mdguina de unldn de cabezales
miltiples.

La hoja 3 con dibujo con el cuerpo 1 unido a ella
por las uniones puede manipularse ahora como un solo cuerpo,
giendo la chape suficientemente fuerte para soportar el cucr-
po. la cihapa es alineada, con relacidn a las esnizas 4 de
una envolvente 2 con upa hoja de oro (no mostrada) entre la
cnvolvente 2, que puede ser de un metal dorado, por ¢jemplo,
Fernico o Xovar, y la cara inferior del cuerpo l. La chapa
alineada es luego unida a las superficies superiores‘de las
espigas 4. Las espigas 4 pueden hacerse fdcilmente mayores
que los contactos 5 y esta unidn puede efectuarse por solda-
dura por puntos. De nuevo, la chapa es nmantbtenida en la posie
cibn alineada después de que se han hecho dos de las uniones
y de nucvo la unidn puecde efectuarse para todas las espigas
4 al mismo ticupo, sl se desea, con ayuda de una soldadora
por puntos de cabezales miltiples,

El conjunto es calentado a 4102 para asegurar cl
cuerpe 1 en una foria eléotricamente conductora a la envolven—
te 2.

Je quita la parte exterior de la crapa, por ejenplo,
por corte a lo larpo de la lfnea de puntos y trazos 7.

Finalwmente, la envolvente puede asepgurarse a8 un bote
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(no mostrado) para encerrar un ambiente de nitrégeno seco u
otro adecuado,

Se menciona que, como alternativa, el cusrpo 1 puo-
de asegurarse primero & la envolvente 2 y la hoja 3 con el
disefio asegurarse luego al cuerpo 1 y a las espipas 4. Las
zonas de ccntacto de la hoja 3 con dibujo para asejurar a
las espigas 4 puede hacerse bastante rande para dar una la-
titud razonable en la colocacidn del cuerpo. Ademds, lu hoja
con dibujo 3 puede dar interconexiones entre dos o mds cuer-
pos que vueden montarse en una sola envolvente.

IEn un caso particular con un solo cuerpo 1 y ocho
espigas 4 como se muestra en la fig., 1, la chapa de aluminio
con dibujo era un cuadrado de 50 michas y 15 mm x 15 mnm, las
conexilones 6 producidas eran de 75 micras de través, uncs 3,5
mm de largoe y los extremos circularesg para asegurar a las os-—
pigas 4 tenidn 2 mm de didmetro. EL cuerpo 1 tenfa 1,5 mm
x 1,5 mm en el plano de la fig, 1 y los contactoz 5 eran cir-
culares y de unas 150 micras de didmetro. Das espizas tenfan
0,4 mm de didmetro. Se ha obtenido un funcionamicnto satisfac-
torio del método arriba descrito con contactos 5 de 50 micras
de didmetro y con uns separacibn entre contactos de 300 micras.

Las interconexiones entre componentes del ejenplo
mostrado en la fig. 1 se prevén en o sobre el cuerpo 1, Sin
embargo, puede ser proporcionada la interconexibén mediante la
chapa 3. En algunos casos, la interconexidn puede ser proporcio-
nada por una conexidn del dibujo aue se exticnde entre dos
conexlones previstas para asegurar a dos de las espizas 4 o
una parte de interconexidén separada del dibujo puede ser po-
porcionada por la chapa.

La fig, 2 muestra una conexidén 6 de la chapa 3, cuya
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parte 8 ha sido oxidada de la manera arriba descrita con re-
ferencia a la fig, 1. La posicidén de la reserva se mucstra

en lfneas de trazos 9 y la profundidad minima del éxido, efec~
tudndose la oxidacidn desde ambas caras de la chapa 3, se
muestra mediante la linea 10 de puntos y trazos.

La fig. 3 muestra una modificacidén e¢h la cual la re-
gserva mostrada en llneas de traszos 9 se aplica solamente a
una superficie de la chapa, quedando sin proteger la balidad
de la otra superficie. Esto da como resultado una conexidn 6
que tiene 8xido aislante en tres lados.

La fig. 4 muestra otra modificacidén en la cual no sé-
lo la conexibn 6 tiene 6xido aislante 8 en tres lados sino
que también tiene 8xido aislante 11 en el cuarto lado, salvo
en las zonas de contacto en que ha de hacerse contacto con
una espiga 4 o un contacto 5., Como alternativa, el efecto
aislante del éxido 11 puede obtenerse proveyendo un recubri-
miento aislante superficial sobre la superficie, por lo de-
mds expuesta, de una conexibn 6. El 6xido 11, o el recubrinien-
to superficial aislante alternativo, reduce la posibilidad
de que las conexiones 6 den contacto indeseado con partes
del cuerpo 1 o con conbactos prebistos en él. Dstos expe-—
dlentes no son esencialeg con el ejemplo, relativamente sim-
ple, ilustrado en la fig. 1, pero pueden ser ventajosos pa-
ra casos mds comple]os,

La fig. 5 muestra otra modificacién en la cual toda
la chapa estd oxldada desde una cara para dar ung capa de 6xi-
do 8 y en la otra cara se digpone un dibujo de reserva, una
parte del cual se muestre en lineas de trazos en 9. La parte
de la chapa restante no protegida por la reserva esatacada

luego y eliminada usando un agente de ataque quimico que no
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afecte al S8xido 8, dejando el dibujo, una conexidn 6 del
cual ha gido representada.

Se menciona cue la profundidad de limitacién razo-
nable de oxidacidn delaluminio es de unas 30 micras. Usando
la técnica de atague quimico de la fig. 5, el espesor de las
conexiones, tal como la mostrada en B, pucde ser mayor, deber-
mindndose el espesor admisible por el proceso de ataque usa-
do y el grado de socavacibn en el atague que es adnisible
en cualguier caso particular,

Un agente de atague quimico adecuado para eliminar
aluminio es una solucidn en azua destilada de decido clorhfdri-
co que contenga 50% en volvmen de 4eido clorhfdrico concen~—
trado y 0,5% en volumen de un agente humectante.

En el ejemplo descrito, con referencia a la fig. 1,

la chapa 3 es oxidada con excepcién de las conexiones 6. Lsto no

e¢s egenclal y otras partes de la cunapa pueden dejarse sin oxi-
Gar, por ejemplo, uwna parite periférica de la cnapa que quede
fuera de la linea T o vartes entre las conexiones 6. Las par-
tes conductoras indeseadas de la chapa pueden quitarse o cor-
tarse antes de terminar la fabricacidn del dispogitivo.

Adn cuando en la descripeidn anterior, se hace co-
nexidén a las espigas 4, puede hacerse conexidn alternativa-
mente a otros contactos, por ejemplo, a contactos depositados
gobre un soporte.

La presente solicitud que corresponde a la presen—
tada en Gran Sretafia con fecha 13 de septiembre de 1965, ba-
jo el n® 38976/65 completa, se acoge a los beneficios del ar—

tfculo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de invencidén propia y nueva que se pre—
sentan para que sean objeto de la presente solicitud de Pa-
tente de Invencidn en igpafia, por VEINTE afios, son los gi=-
guientes:

1.~ Un método de fabricar un dispositivo semicon-
duetor que comprende un cuerpo semiconductor que tlene un
cierto nimero de contactos en un lado de dicho cuerpo semi-
conductor, en el cual dichos contactos estdn conectados a
conductores de conexidn, caracterizado porque una ldmina metd-
lica es oxidada localmente para obtener un dibujo de conduc—
tores de conexién siendo sujetos dichos conductores de cone-
xién en su posicidn mdtua por el 6xido metdlico aislante,
siendo entonces la ldmina alineada con relacién a los contac-
tos y siendo los conductores de conexidn asegurados a los con-
tactog.

2.—- Un método segin la reivindicacidn 1, caracteri-
gzado porque la oxidacidn para producir el dibujo se efectia
desde ambos lados de la ldmina,

3= Un método segin la reivindicacidén 2, caracteri-
zado porque toda la superficie de un lado de la ldmina es oxi-
dada,

4be= Un método segin cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizado porgue la superficie de
lag conexiones metdlicas estd provista de une capa aislante

excepto en y junto a las dreas de las conexiones metdlicas
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& ser conectadas a los contactos.

5.~ Un método segin la reivindicacién 4, caracte-
rizado porque la capa aislante de las superficles de las co-
nexiones metdlicas se produce por oxidacién.

6.~ Un método segin cualquiera de las reivindica-
clones precedentes. caracterizado porque partes de la 1dni-
na metdlica ademds del dibujo no son oxidades y estas partes
gon eliminadas o cortadas despuds de que lag conexiones meté-
licas son aseguradas a los contactos sobre el cuerpo,

Te= Un método segin cualquiera de lag reivindica-
clones precedentes, caracterizado porque se utiliza lémina
metdlica de aluminio.

8.~ Un método segin cualquier de lag reivindicacio-
nes precedentes, caracterizado porque se utiliza una ldmina
metdlica con un espesor aslo sumo igual a 60 nicras.

9.~ Un método segin la reivindicacidén 8, caracte-~
rizado porque la ldmina con el dibujo de conexiones netdli-
cas estd asegurada a al menos dos cuerpos seniconductores, pro-—
vistos de contactos.

10.~ Un nmétodo segin la reivindicaciones 8 o 9,
caracterizado porque le ldmina se asegura al cuerpo o cuer-
pog, vy el cuerpo es, 0 los cuerpos son, asegurados a un so-
porte.

1l.- Un método segin la reivindicacién 10, caracte-
rizado porque & soporte comprende espigas de contacto y la
conexidn se hace entre dreas de contacto del dibujo y las
espigas de contacto después de que el cuerpo es, o los cuer=-
pos son, asegurados al soporte.

12.~ Un método de fabricar un dispositivo semicon-

ductor.
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Tal y como se ha descrito en la ilemoria que ante-
cede, representado en log dibujos que se acompaiian y para
los Tines que se han especificado.

La presente Liemoria consta de 13 hojas escritas

a mdquina por una sola cara.

Rl
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